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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Напружений стан та структура іонно-плазмових конденсатів з гексагональною та кубічною решіткою.

2. Stress state and structure of ion-plasma condensates with hexagonal and cubic lattice.

Реферат:
1. Об'єкт досліджень - тонкі плівки Ti, W, Ti-N. Cr-N, Ti-Cr-N товщиною 1?104 нм, осаджені магнетронним і
вакуумно-дуговим способом; мета - встановлення особливостей структури і напруженого стану іонно-
плазмових плівок, аналіз впливу енергії частинок, що формують конденсат, на структуру і механізм
формування залишкових напружень; методи - рентгеноструктурний аналіз, рентгено-флуоресцентний
аналіз, електронна мікроскопія; результати, новизна - виявлені високі стискаючі напруження (0,5?5 ГПа), які
неоднорідно розподілені по товщині іонно-плазмових плівок, і збільшені, у порівнянні з табличними,
параметри решітки. Встановлено зв'язок між напруженим станом, процесом релаксації пружних спотворень
решітки і формуванням текстури. Проаналізовано вплив середньої енергії частинок, що осаджуються, на
рівень залишкових напружень в плівках. Запропонована якісна модель формування залишкових напружень в
іонно-плазмових конденсатах. Розроблена методика вивчення напруженого стану монокристалічних і
текстурованих матеріалів з гексагональною решіткою, яка дозволяє одночасно визначити значення



макронапружень ((1,(2) і параметри кристалічної решітки, що відповідають ненапруженому стану (aо,cо);
галузь використання - фізика тонких плівок.

2. Object of study - thin films of Ti, W, Ti-N. Cr-N, Ti-Cr-N with thickness from 1 to 104 nm condensed by
magnetron and vacuum-arc methods; аim - studying the structure and stress state of ion-plasma films, analysis of
condensed particle average energy influence on film structure and mechanism of residual stress formation;
мethods - X-ray structure analysis, X-ray fluorescence analysis electron microscopy; results, novelty - high
compressive stresses (0,5?5 GPа) non-uniformly distributed by thickness of ion-plasma films and lattice
parameters increased comparing to nominal ones were revealed. A correlation between stress state, lattice elastic
distortion relaxation and texture formation was determined. The influence of condensed particle average energy
on film residual stress was analyzed. The model of residual stress formation in ion-plasma condensates was
proposed. А technique for studying the stress state in single-crystalline and textured materials with hexagonal
lattice was developed, which allowedsimultaneous determination of macrostresses ((1,(2) and crystalline lattice
parameters corresponded to non-stressed crystal (aо,cо); field of implementation - thin films physics.
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